SF 369

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fir leistungssparende Video-Endstufen
in Fernsehempfangern

Bouform 6 TO126

20 KW
104 K/W

Wdrmewiderstand  Renje
Rthju

IEAHA

Grenzwerte giitig fiir den Betriebstemperaturbereich

Uceo 250 V
Ucto 250 V
Ueso 5V
Ic 30 mA
lem 100 mA
Ptet (Fa = 25 °C) 1.2 W
(3. = 110°C) 2,0W
9 150 2C.
%a -40..,.-+125°C

Statische Kennwerte (3, = 25°C - 5K)

U(er) cBO (Ic = 10 pA = 250V
U(BR) CEO {lc == 2,5 mA) > 250 V
U¢sr) eBO (I == 10 nA) = 5V
Iceo (Ucs == 200V) < 50nA
h21E (Uce =10V, Ic 30 mA) = 50
Dynamische Kennwerte
~Ci12e (U =30V, lc=0,f=1MHz) < 18pF
Co2e (Ucs =30V, Ic=0, f=1MHz) < 45pF
|h21 b (Uce =20V, -l = 10 mA, f=10,7 MHz)

@) < 90ps
1 (Uce =10V, lc= 10 mA, f =20 MHz)

= 60 MHz



